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Usos mas comunes

e Detectar niveles de luz
ambiente o seguimiento de
luces como linternas.

e En alarmas que se activan

por luz, oscuridad o sombra.

e Elaboracién de antenas
fotoconductores para
generacion y medicion de
radiacion con frecuencia de
TeraHertz.

e Enlamparas de alumbrado
publico donde la exactitud
de los cambios no es
importante.

Principales
caracteristicas

e Dispositivo semiconductor

de dos terminales.
Recomendados para la
deteccion de sefiales
luminosas que no varien
con rapidez.

Los valores de la resistencia
para estos dispositivos
varian dependiendo del uso
que le demosy la luz
disponible.

Funcionamiento del
dispositivo

e Ser una resistencia

controlada por la intensidad
de luz que incide sobre él.
El estado energético
aumenta a medida que la
iluminacion incidente se
intensifica, lo que es debido
a la disponibilidad
incrementada de los
paquetes de fotones de
energia.

El resultado es un numero
cada vez mayor de
electrones “libres” en la
estructura y la reducciéon de
la resistencia terminal.



